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１．概要（Summary） 

近年、固体撮影素子に用いられるマイクロレンズアレイ

を形成する方法として、透明樹脂の平坦層の上に熱リフロ

ー性を有するレジスト材料を用いてレンズ形状を形成し、

ドライエッチング法によりレンズ形状を透明樹脂層に転写

する方法が提案されている。本手法において、高スルー

プットを生むためにエッチングレートの向上と共に、エッチ

ング後に形成されるレンズ表面のラフネスが良好であるこ

とが求められている。今回、エッチングプロセスがエッチン

グレートおよび表面ラフネスに及ぼす影響が明らかにする

ことを目的に検証を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
塩素系 ICP エッチング装置 
【実験方法】 

シリコン基板上に透明樹脂材料を成膜し、ベークによっ

て硬化膜を得た。その後、以下の条件でエッチングを実

施し、エッチングレートの算出およびAFMによる表面ラフ

ネス測定を実施した。 
APC : 0.6 Pa  
RF power : 400 W 
RF bias : 250~270 W 
CF4 flow : 35~40 sccm 
Time : 180 sec 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
膜減り量より算出したエッチングレートおよび AFM 測

定により求めた Ra 値を各種条件と共に Table 1 に示す。

エッチングバイアスが大きくなるほど、エッチングレートは

早くなるが、Ra 値が大きくなっていることから表面ラフネス

が悪化することが示された。また、CF4流量を少なくした場

合には、エッチングレートが遅くなり、さらに Ra 値も大きく

なる結果が得られた。 
 
Table 1 Etching rate and Ra after etching 
RF bias 

(W) 
CF4 flow 
(sccm) 

Etching rate 
(Å/sec) 

Ra 
(nm) 

250 40 37.0 0.95 
260 40 38.5 1.29 
270 40 40.5 1.35 
270 35 37.7 1.93 
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